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RESUMO

TRATAMENTO POR PROJECCAO DE PAINEIS COLOCADOS SOBRE

UM SUPORTE BARREIRA

A invencdo diz respeito a um processo de tratamento de
superficie de pelo menos um painel (1) colocado sobre pelo
menos um suporte (2), por projeccdo de uma matéria gasosa,
liquida ou sélida pulverulenta, o dito suporte sendo maior do
que o painel e desempenhando uma funcdo barreira em relacdo a
matéria projectada. De acordo com a invencdo, a matéria
projectada é forcada a tomar uma direccdo paralela ao dito
painel na proximidade & no exterior de todos os bordos do dito
painel. Desta maneira, os efeitos de bordo s&o anulados e ©
tratamento produz os mesmos efeitos no bordo e no centro do
painel. O tratamento pode nomeadamente ser um depdsito CVD,
nomeadamente em 3Sn0;:F. 0Os painéis podem servir para a
realizacdo de ecrds de plasma, LCD, TFT, porta de forno,
lampada plana, célula foto-voltaica.
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DESCRICAO

EPIGRAFE: “TRATAMENTO POR PROJECQAO DE PAINEIS COLOCADOS SOBRE

UM SUPORTE BARREIRA”

A invencdo diz respeito a um processo de tratamento da
superficie de painéis pela projeccldc de uma matéria liquida,
s6lida pulverulenta, ou gasosa reduzindo fortemente os efeitos
de Dbordo. A invencdo ¢é mals particularmente aplicavel aos
depdsitos de camadas finas tais como os depdsitos a quente ou
a frio (nomeadamente assistidos por plasma), nomeadamente o0s
depdsitos piroliticos nos quais pelo menos um precursor da
camada & projectado, este precursor sendo gasoso, liquido ou
sb6lido pulverulento. A invencgdo diz respeito em primeiro lugar
aos depdsitos quimicos a partir de uma fase vapor (CVD do
inglés Chemical Vapor Deposition) e é particularmente adaptada

ao depdsito CVD de SnO;, nomeadamente dotado de flhor (SnO;:F).

A invencdo fornece uma solucdo ao problema dos efeitos de
bordo podendo ser encontrados quando se efectua um tratamento
da superficie de um painel por projeccdo de uma matéria
gasosa, liquida ou sdélida pulverulenta. Com efeito, percebe-se

que © tratamento n&dc ¢é forcosamente regular ao nivel dos
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bordos e da aos painéis propriedades sensivelmente diferentes
perto dos bordos do painel em relacdo ao interior das suas
superficies principais. A invencdo resolve este problema
prevendo colocar o painel sobre pelo menos um suporte maior
que o painel a tratar para que o tratamento pela matéria
projectada se realize nos bordos do painel como no interior
das suas superficies principais. O suporte prolonga de alguma
maneira o painel o que torna as condigdes de tratamento
sensivelmente 1dénticas ou pelo menos mals proéximas, dos
bordos e do centro. Este efeito da invencdo é obtido gracas ao
papel barreira desempenhado pelo suporte em relacdo & matéria
projectada. O suporte desempenha uma funcdo barreira da mesma
maneira que o painel ele mesmo e prolonga este como se fosse

infinito.

Sabe-se realizar depbsitos CVD sobre uma tira continua de
vidro plano directamente apds o seu fabrico, habitualmente por
uma instalacdc de vidro flotté. O depdsito €& realizado
enquanto a tira ndo estd ainda cortada e desfila sobre uma
camada de rolos. Apds corte da tira de vidro em diferentes
painéis, constata-se geralmente que a camada fina obtida é
muito homogénea em aparéncia e em espessura, compreendida na
proximidade dos éangulos e bordos. Devido ao facto das bandas
longitudinais da tira serem cortadas apds o depdsito CVD, uma

eventual ndo homogeneidade sobre o0s bordos ndo pde problema
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porque estes bordos s&do, de toda a maneira, eliminados no
corte. Recordamos que © corte do vidro ¢é habitualmente
reazlizado em continuo durante o desfilamento do vidroc sobre
uma camada de rolos. O sistema do desfilamento sobre os rolos
¢ um sistema correntemente utilizado na indistria do wvidro

para o transporte das folhas de vidro.

No seguimento da descricdo, chama-se painel um objecto
compreendendo duas faces principais paralelas e uma zona de
dimensdo mais fraca que aguela dos comprimentos e larguras das
faces principais, as faces principais tendo um comprimento e
uma largura acabadas. Uma tira continua de vidro saindo de uma
instalac&o de vidro flotté ndo & pois um painel porque o seu
comprimento é indefinido. Uma folha de vidro obtida por corte
de uma tira continua ¢é um painel. O painel pode ter uma
espessura indo por exemplo de 1 a 10 mm. O painel pode ter uma
dimensdo superior a 10 cm, até mesmo superior a 20 cm em todas
as direcgbes paralelas as suas faces principais. As suas
dimenstes vao geralmente até 150 cm em todas as direcces

paralelas as suas faces principais.

O depdsito CVD sobre uma tira continua ¢é uma técnica
conhecida. Entretanto, pode-se igualmente desejar realizar os
depbdsitos CVD sobre folhas (ou painéis) de dimensdes fixadas,

como folhas de vidro ja cortadas. Esta necessidade pode ser
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sentida nomeadamente por exemplo

- para o caso onde ndc se dispde de local para realizar uma
instalacdo de depdsito CVD directamente sobre uma tira

continua saindo do fabrico, ou

- para o caso onde se deseje realizar um painel apresentando
um depdsito CVD scbre cada uma das suas faces, o depdsito
sobre um das faces sendo realizado em continuo, depois a
tira sendo cortada em painéis, depois o depdsito CVD sendo

realizado «em retoma» sobre a outra face,

- por toda outra razdo em que se deseje realizar o depdsito

«em retoma» sobre painéis.

Entretanto, o requerente descobriu que procedendo ao depdsito
CVD sobre painéis desfilando sobre rolos, o depdsito realizado
seria n&o homogénec na proximidade dos seus bordos. Parece que
o facto de a dimensdc dos painéis ser acabada induz uma
perturbacido de escoamento dos gases perto dos bordos, devido a
que o0s gases podem passar ou entre 03 painéis ou entre o0s
rolos. Esta descontinuidade da superficie do substrato estaria
na origem de uma diferenca das condicbes de depdsito entre por
um lado a maior parte da superficie do painel, e por outro os

seus bordos. FEsta ndoc homogeneidade traduz-se por uma ndo

4



homogeneidade de coloracdo visivel a olho nu e uma néo
homogeneidade de espessura. O requerente descobriu gque se
podia encontrar condig¢des de depdsito correctas nos bordos
colocando o painel a recobrir sobre um suporte desempenhando
uma func&o barreira para o0s gases CVD, nomeadamente um suporte
sensivelmente estanque ao géds. O suporte deve ter dimensdes
(largura e comprimento) maiores gue aquelas do painel,
forcando o0s gases na proximidade do painel a prosseguir o seu
caminho paralelamente ao painel sobre uma certa disténcia, a
qual é& de preferéncia de pelo mencs 4 cm. Este problema
explicado para os depdsitos CVD é generalizavel a todos os
tratamentos de painéis por projeccdo de matéria liquida,

sélida pulverulenta ou gasosa.

0 documento US 4,338,078 descreve um processo de revestimento
por pulverizacdo de painéis de vidro repousando sobre uma
banda rolante e prevé acrescentar ecrds sobre dois dos lados

para evitar as projeccdes scb a banda rolante.

0 documento EP 419 053 descreve o depdsito de camadas
dieléctricas sobre as plaquetas para semicondutores
depositadas sobre um suporte maior que a plagueta afim de
evitar as turbuléncias sobre os bordes do substrato e obter um

revestimento uniforme.



Assim a invencdo diz respeito em primeiroc lugar a um processo
de tratamento de superficie de pelo menos um painel colocado
sobre pelo menos um supcrte, por projeccdo de uma matéria
gasosa, liquida ou sélida pulverulenta, o dito suporte sendo
maior do que o painel e desempenhando uma func&o barreira em
relagdo a matéria projectada. Desta maneira, o tratamento &
sensivelmente 1déntico sobre toda a superficie principal
recebendo © tratamento, quer dizer idéntico na bordura e na
regido mais a interior da face principal do dito painel. De
acordo com a invencdo, a matéria projectada é forcada a tomar
uma direcg¢do paralela ao painel na proximidade de todos os
bordos do dito painel, ai compreendendo o exterior do dito
painel. (quer dizer nomeadamente a regido dl da figura 1).
Nomeadamente, a matéria é projectada sensivelmente na direcgdo
ortogonal em relacdo ac painel, o suporte forcando a matéria
projectada a tomar uma direcg¢do paralela ao dito painel na
proximidade dos seus bordos. Em geral, a matéria & projectada
por pelo menos um butio colocado em frente do painel a tratar.
Em geral, o buUtio projecta a matéria na vertical na direccgéo
do painel na posigcdoc horizontal. Em geral, um  gas

transportador veicula a matéria a projectar.

O tratamento pode nomeadamente ser um processo de deposicdo de
camada fina por pirdlise (formagdo de uma camada pirolitica)

numa camara de deposicdo, como um processo de deposicdo de uma
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camada fina por reaccdo quimica a partir de uma fase gasosa.
Assim a invencdo diz respeito em primeiro lugar a um Processo
de deposigido numa cémara de deposicido de uma camada fina por
reaccdo quimica a partir de uma fase gasosa sobre um painel
colocado sobre um suporte desempenhando uma funcdo barreira
para os gases, e forcando os ditos gases a tomar uma direcgédo

paralela ao dito painel na proximidade dos seus bordos.

Nomeadamente, © suporte excede horizontalmente todos os lados

do painel, a saber os seus lados transversais e longitudinais.

A matéria projectada pode ser uma mistura de pelo menos dois
constituintes de natureza fisica diferente: sblida
pulverulenta, liguida ocu gas. Com efeito, no caso de um sb6lido
pulverulento ou de um liquido pulverizado, utiliza-se
geralmente um gas de suporte, no caso presente inerte, para

transportar a matéria condensada.

Qualguer que seja a natureza da matéria projectada, o suporte
pode ser estanque ao gas. Pode igualmente ser ligeiramente
permedvel ao gds mas ser suficientemente estanque para exercer
a sua func&oc Dbarreira (caso de um tecido de malhas
suficientemente apertadas) . Na sua funcéo barreira,
nomeadamente no caso onde a matéria projectada é gasosa, ©

suporte exerce de preferéncia uma perda de carga ao gas tal

7



que o seu coeficiente de perda de carga singular aoc gas seja
superior a 60. E esse o caso se o suporte ¢é totalmente

estanque aoc gés.

0 suporte pode por exemplo ser uma bandeja totalmente estanque
ao gas, por exemplo em vidro ou em metal refractidrio ocu emn
cerdmica ou em toda outra matéria resistente as condigdes do
tratamento, nomeadamente do depdsito CVD. Esta bandeja tem
dimensbdes superiores aquelas do painel e o painel é colocado
sobre a bandeja de maneira a que a bandeja ultrapasse
suficientemente todos os lados do painel. A bandeja excede
cada bordo do painel (disténcias dl e d3 scobre a figura 4) de
pelo menos 4 cm e de preferéncia de pelo menos 5 cm. Pode-se
realizar um tratamento em continuo sobre uma pluralidade de
painéis desfilando uns a seguir aos outros (por exemplo numa
estacdo de depdsito CVD), colocando cada painel sobre uma
bandeja e colocandoc as bandejas sobre rolos transportadores.
De preferéncia, a bandeja excede o0s bordos transversais das
bandejas (distdncias d3 da figura 4) de uma distdncia pelo

Q2

menos igual a 50 % e de maneira ainda preferida pelo menos
igual a 95 % da distadncia entre o bitio de emissdo da matéria
(nomeadamente dos gases, 7 sobre a figura 3) e as aberturas de
aspiracdo principal da dita matéria (8 sobre a figura 3).

Geralmente, a Dbandeja excede o0s Dbordos transversais das

bandejas (distancias d3 da figura 4) de pelo menos 20 cm e até
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mesmo pelo menos 50 cm, nomeadamente entre 20 cm e 120 cm. De
facto, no caso de uma sucessdo de bandejas, se o0s bordos
transversais das bandejas s&o suficientemente juntos ou se
cobrem, o valor do excesso de cada bordo transversal das
bandejas em relacdo &aos palnéis que eles suportam pode ser
mais pequeno, o essencial sendo que a matéria (nomeadamente os
gasesg) encontre, na proximidade dos bordos dos painéis, uma
barreira como Jj& mencionado. Neste casc particular, um painel
desempenhando uma fungdo em zrelacdo a uma outra bandeja
préoxima. A barreira necessaria estad de preferéncia presente
além dos bordos transversais dos painéis de uma disté&ncia pelo

)

menos igual a 50 % e de maneira ainda preferida pelo menos
igual a 95 % da disténcia entre o bGtio de emissdo da matéria
e as aberturas de aspiracido principal da matéria, e geralmente
de uma disténcia de pelo menos 20 cm e até mesmo de pelo menos

50 cm, nomeadamente entre 20 cm e 120 cm. Geralmente, o painel

¢ plano.

0 suporte pode igualmente ser um tapete transportador. Como
para as bandejas, o tapete excede suficientemente cada lado
dos painéis (disté&ncia dl sobre a figura 1) de pelo menos 4 cm
e de preferéncia de pelo menos 5 cm. O tapete é
suficientemente estanque para desempenhar &a sua funcdo de
barreira, nomeadamente em relagdo aos gases quando a matéria

projectada é gasosa. Na pratica, é dificil realizar um tapete
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desta vez flexivel (porque ele deve circular em continuo em
circulo), totalmente estanque ao gas e resistente as condigdes
dos depdsitos CVD (devido & temperatura elevada e a natureza
quimica dos gases). Pode-se realizar um tal tapete num tecido
de fibras refractdrias, nomeadamente num tecido compreendendo
uma mistura de fibras de vidro e de fibras em metal
refractario inoxidavel. Este tecido possui malhas
suficientemente estreitas para desempenhar uma funcdc barreira
aos gases, se necessario. No caso em que a matéria projectada
¢ gasosa, este tecido apresenta de preferéncia um coeficiente
de perda de carga singular ao gas superior a 60. Como tecido
adaptado, pode-se citar o tecido 2002 V4A Gl comercializado
pela sociedade ELIT, o qual oferece um coeficiente de perda de
carga singular de aproximadamente 140. Recordamos gque O
coeficiente de perda de carga singular ¢ é um nUmero sem
dimensdo que se pode determinar medindo a perda de carga sobre
0 ar (por exemplo a 20° C e de pressido atmosférica) depois

extraindo ( da férmula seguinte:

. W
ﬁf&3§ﬁ%¢?§

com AP a perda de carga medida, p:ir @ massa volUmica do ar e v

a velocidade do ar.
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O tapete pode por exemplo desfilar com uma velocidade indo de

4 a 30 m/min.

O tapete transportador & ©particularmente adaptado a um
processo de acordo com a invengdo em continuo, uma
multiplicidade de painéis sendo colocados sobre o tapete, o
dito tapete formando um ciclo de circulacdo atravessando a

camara de tratamento, nomeadamente uma cémara de deposicédo.

No caso de depdsitos por pirdlise, de preferéncia, fora da
camara de deposicdoc e tendo o seu retorno a entrada da cémara,
0 tapete é aquecido para reduzir as quantidades de compostos
emitidos na cadmara de deposicdo e o impregnando. Este
aquecimento provoca uma evaporagdc e/ou uma reaccdo destes
compostos, restos de reactivos da reaccdo de pirdlise. Assim
isso evita que regressando a camara de deposigdo, o tapete
impregnado ndo deixe marcas incontroladas e indesejaveils sobre

a face dos painéis com a gual ele entra em contacto.

No presente pedido, o termo transversal (ou transverso)
designa, no contexto de um pProcesso de tratamento
(nomeadamente depdsito) em continuo, a direccdo perpendicular

ao sentido de desfilamento dos painéis a revestir.

Para uma 1instalacéo de depdsito por pirdlise em continuo, o0s
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painéis a revestir, colocados sobre o suporte, desfilam sob um
dispositivo libertando a matéria projectada, precursor do
depdsito. Este dispositivo compreende pelo menos um bltio em
forma de fenda transversal (perpendicular no sentido do
desfilamento dos painéis) libertando a matéria, a dita fenda
sendo pelo menos tédo grande no sentido transversal quanto os
painéis. De preferéncia, a fenda excede de cada lado os
painéis (distéancia d2 sobre a figura 1) de pelo mencos 4 cm e
de preferéncia de pelo menos 5 cm. O dispositivo libertando a
matéria pode igualmente compreender uma ou varias fendas de
aspiracdo da dita matéria, a jusante ou a montante, ou de cada
vez a Jusante e a montante em relagdo ao sentido do

desfilamento.

A presente patente visa particularmente os depdsitos CVD de
SnO; nomeadamente dopado de fluor F. Para um tal depdsito,
pode-se nomeadamente utilizar como gas CVD uma mistura de
monobutiltricloreto de estanho (que se chama MBTCI), de acido
triflucracético (que se chama TFA) e de 4gua, assim como um
gas de suporte podendo ser por exemplo o ar ou o azoto ou uma
mistura ar/oxigénio.

o)

A camada de Sn0;:F depositada contém geralmente 0,5 a 2

o\

atémico (percentagem do nUmero de Aatomos de Fluor em relagdo

ao nimero total de atomos) de F. Estas camadas tém geralmente
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uma espessura indo de 50 a 700 nm e mais geralmente de 100 a
600 nm. A espessura das camadas finas assim como a sua
regularidade em espessura pode nomeadamente ser medida pela

técnica de reflectometria ou elipsometria.

Na cédmara de tratamento, até mesmo de deposicdo, o escoamento
da matéria projectada é geralmente laminar. Ela pode
igualmente ser entre laminar e turbulenta e ndo é excluido que
seja turbulenta. Geralmente, a cédmara de tratamento ¢
sensivelmente a pressdo atmosférica. Pode-se criar uma ligeira
depressdc no interior da cémara para evitar que os produtos

téxicos se escapen.

Antes de chegar a cémara de tratamento, o substrato é de
preferéncia lavado para eliminar as poeiras e outras impurezas
da sua superficie, e de preferéncia pré aquecido para que a
sua temperatura seja bem homogénea. No caso do sistema CVD de
Sn0,:F, o substrato pode ser pré aquecido entre 550 e 700° C, e
0s gases CVD podem ser pré aquecidos em geral entre 150 e 250°
C, nomeadamente entre 170 e 210° C. A duracido do depdsito ela
mesma val geralmente de 2 a 15 segundos. Uma camada de SnO;:F

assim realizada é policristalina.

Apds um depdsito por pirdlise, o substrato revestido sofre um

arrefecimento lento ou rapido e mesmo do tipo témpera segundo
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O Caso.

No caso de uma camada de SnO;:F, o substrato revestido pode ser
destinado a desempenhar uma funcdo de uma face tendo um écran
de plasma, a camada de SnO;:F desempenha uma funcido de condutor
eléctrico e sendo colocada do lado interno da dita face emn
relagdo ac écran. Neste caso, utiliza-se vantajosamente como
substrato um vidro de alto ponto de tensdo (« strain point »
em inglés) como o CS77 (strain point a 585° C) comercializado
pela Saint-Gobain Glass France. Neste caso, apds depdsito CVD
procede-se a um arrefecimento lento, nomeadamente entre 50 e

150° C por min.

Pode-se igualmente realizar de acordo com a invencdo um
depdésito CVD nomeadamente de SnO;:F sobre um vidro mais
clédssico do tipo silicosodocadlcico como agquele da marca
PLANILUX comercializada pela sociedade Saint-Gobain Glass

France, para as aplicacdes seguintes:

- a) vidro aquecedor : uma camada condutora de acordo com a
invencdo (nomeadamente em Sn0:F) aquecida por efeito

Joule;

- b) vidro de baixa-emissividade : deposita-se uma camada de

caracter baixa emissividade (por exemplo Sn0;:F) sobre uma

14



face ocu uma tal camada sobre cada face. Um vidro em vidro
assim recoberto pode servir de porta de forno, a ou af(s)
camada (s) abaixando a temperatura da porta durante o
aguecimento do forno, o que & particularmente exigido para
os fornos de limpeza por pirbélise tendo em conta as fortes
temperaturas utilizadas durante a pirdlise. Na préatica,
para realizar uma camada de cada lado do vidro, pode-se
realizar uma directamente apds a instalacéo da enformacédo
em vidro plano (nomeadamente do tipo vidro flotté), depois
cortar a tira continua em painéis, depoils realizar uma
camada de acordo com invencdo sobre a outra face, em

retoma;

- ¢) vidro para lampada plana : uma camada condutora de
acordo com a invencdo (nomeadamente em Sn0;:F) serve de

eléctrodo;

- d) vidro para célula foto-voltaica : uma camada condutora
de acordo com a invencdo (nomeadamente em Sn0O;:F) serve de

eléctrodo.

Para as aplicagBes a) a d) que véem sendo dadas deseja-se
geralmente que o substrato seja temperado ou endurecido.
Processa-se pois aqui a um arrefecimento réapido do tipo

témpera ou endurecimento apds o depbdsito CVD.
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A invencdo ndo ¢ limitada a realizacdo de camadas SnO;:F e
pode-se realizar segundo o0 mesmo principio, nomeadamente sobre

08 substratos em vidro, camadas homogéneas

- em 6xido de indium e de estanho comummente chamados ITO,
nomeadamente para aplica¢des necessitando de uma camada

condutora,

- em oxicarbono de silicio comummente designados SiOC,

- em 6xido de cromo,

- em 6xido de titénico TiO;, nomeadamente para realizar uma

camada auto-limpante.

A invencdo ©permite igualmente a realizagdo de camada
condutora, nomeadamente em SnO;:F, para a realizacdo de é&cran

LCD (1iquid cristal display) ou TFT (thin film transistor).

A invencdoc permite a realizacdo de painéis compreendendo
nomeadamente uma folha de wvidro e pelo menos uma camada CVD
(nomeadamente em Sn0;:F), a dita folha fazendo pelo menos 10 cm
até mesmo pelo menos 20 cm, em todas as direcgdes paralelas &s
suas faces principais, a dita folha sendoc revestida de pelo

menos uma camada CVD sobre pelo menos uma das suas faces
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principais e sobre a integralidade da sua zona. Com efeito,
contrariamente aos processos de depdsito em continuo sobre uma
tira float nea qual os painéis s&o cortados apbds o revestimento
CVD o que termina necessariamente nas zonas ndo revestidas, o
processo de acordo com a invencdo conduz a painéis revestidos

sobre toda a sua periferia.

Por outro lado, o processo de acordo com a invencdo é
particularmente Util para depositar pelo menos uma das camadas
de um substrato (nomeadamente em vidro) devendo ser revestido
sobre as suas duas faces principais. Com efeito, no caso de um
substrato em vidro cujas duas superficies principais deveriam

ser revestidas, pode-se proceder da maneira seguinte:

- realizacdo de um primeiro depdsito sobre uma primeira face
principal directamente em continuo sobre a tira de vidro,
seja no interior de uma instalacdoc de enformacdc em vidro
plano por flottage sobre um banho metadlico (banho float),

seja até apds a saida de uma tal instalacdo, depois

- passagem da tira num cilindro de estender a vidraca,

depois

- corte longitudinal e transversal da tira para obter

painéis, depois
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- depbsito de acordo com a invencdo sobre a segunda face

principal,

- depois, eventualmente, realizac&o de uma témpera térmica.

Tais painéis em vidro revestidos sobre as suas duas faces
principais (nomeadamente em  SnO, dopado F) encontram
nomeadamente uma utilidade como painel apresentando uma boa
transmissdo luminosa no visivel tudo reflectindo fortemente os
infra-vermelhos. Este tipo de painel é procurado para realizar
as portas de forno através das quais se deseja poder observar
sem arriscar graves queimaduras em caso de contacto, como por
exemplo as portas descritas pelas patentes FR 2726633 ou GB

1524659.

A figura 1 representa um painel 1 colocado sobre um suporte 2,
um bltio 3 libertando gases CVD (flechas) por cima de uma das
faces principais do dito painel. O painel desfila no sentido
de visdo da figura. O suporte excede horizontalmente todos os
lados do painel (quer dizer lados paralelos no sentido de
desfilamento e lados perpendiculares no sentido do
desfilamento) da distédncia dl, a qual é de pelo menos 4 cm. O
bGtio excede horizontalmente de cada lado do painel da
distancia d2. As flechas de cada lado do painel mostram que o

suporte forca o©s gases na proximidade do painel a ir para o
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exterior na horizontal em direccgdo transversal.

A figura 2 representa um modo de realizac¢do ndo coberto pela
presente patente a titulo comparativo. Aqui, um painel 1
desfila sobre uma camada de rolos 4 e sob um butio (n&o
representado) libertando gases CVD  representados pelas
flechas. Vé&-se que o0s gases podem tomar uma direcgdc vertical

na proximidade imediata do painel para passar entre os rolos.

A figura 3 representa um processo de acordo com a invengdo em
continuo, uma multiplicidade de painéis 1 sendo arrastados por
um tapete 5 sobre o qual eles sdo colcocados e desfilando no
sentido da flecha S através de uma clmara CVD 6. Um bitio 7 em
forma de fenda (o sentido da fenda é o sentido transversal e
portanto aquele da visdo da figura) liberta os gases CVD,
estes Ultimos sendo de seguida aspirados pelas aberturas 8
(aspiracdo principal) e 9 (aspiracdo secundaria menos forte
que a aspiracdo principal). O tapete é arrastado pelos rolos
10. Ele forma uma boca de circulac&oc através da cémara, quer
dizer entrando na cémara, atravessando-a, saindo depois
voltando a sua entrada. Um aquecimento 11 aquece o tapete para
reduzir as quantidades de compostos gquimicos provenientes da
cémara e tendendo a sujar o tapete. Um sistema 12 de controlo
anti-escorregamento evita os deslocamentos transversais do

tapete. A tensdo do tapete & regulada em 13.
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A figura 4 representa um processo de acordo com a invencdo em
continuo, uma multiplicidade de painéis 1 repousando cada um
sobre um painel 14, os quais sdo arrastados no sentido da
flecha S através de uma cémara CVD (ndo representada gsobre
esta figura). As bandejas sédo elas mesmas arrastadas pelos
rolos transportadores 15. As bandejas excedem os bordos
transversais dos painéis da distidncia d3 e excedem os bordos
longitudinais dos painéis da distéancia dl, dl e d3 sendo ambos

pelo menos iguais a 4 cm.

Lisboa, 25 de Fevereiro de 2010
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REIVINDICACOES

12 - Processo de tratamento de toda uma superficie principal
de pelo menos um painel (1) colocado sobre pelo menos um
suporte (2), por projeccdo de uma matéria gasosa, liquida ou
s6lida pulverulenta, o dito suporte sendo maior gue o painel e
desempenhando wuma funcdo barreira em relagcdo a matéria
projectada, caracterizado por o suporte arrastar o painel para
o fazer desfilar sob pelo menos um btUtio (3) em forma de fenda
transversal ©perpendicular no sentido do desfilamento do

painel, o dito blitio libertando a matéria projectada.

22 - Processo de acordo com a reivindicacdo precedente,
caracterizado por a matéria projectada ser forgada a tomar uma
direccdo paralela ao dito painel (1) na proximidade e no

exterior de todos os bordos do dito painel.

32 - Processo de acordo com uma das reivindicacdes
precedentes, caracterizado por a matéria ser projectada
sensivelmente na direccdo ortogonal em relacdo ao painel, o
suporte forgando a matéria projectada a tomar uma direccdo

paralela ao dito painel na proximidade dos bordos.

42 - Processo de acordo com uma das reivindicacdes
1



precedentes, caracterizado por o tratamento ser um processo de
deposicdo de camada fina por pirdlise numa cédmara de deposicgdo

(6).

52 - Processo de acordo com uma das reivindicacgbes
precedentes, caracterizado por ¢ tratamento ser um processo de
deposicdo de camada fina por reacgdo quimica a partir de uma

fase gasosa.

62 - Processo de acordo com uma das reivindicacgdes
precedentes, caracterizado por 0 suporte exceder

horizontalmente todos os lados do painel (1).

72 - Processo de acordo com uma das reivindicacdes
precedentes, caracterizado por o buUtio ser maior no sentido

transversal do que a largura do dito painel.

82 - Processo de acordo com uma das reivindicacbes
precedentes, caracterizado por o} butio (3) exceder

horizontalmente de pelo mencs 4 cm de cada lado do painel.

92 - Processo de acordo com uma das reivindicacbes
precedentes, caracterizado por 0 suporte exceder
horizontalmente de todos os lados do painel de pelo menos 4

cm.



102 - Processo de acordo com uma das reivindicacdes
precedentes, <caracterizado por o suporte ser um tapete

desfilante (5).

112 - Processo de acordo com uma das reivindicacoées
precedentes, caracterizado por o© suporte apresentar um

coeficiente de perda de carga singular ao gas superior a 60.

122 - Processo de acordo com a reivindicacdo precedente,
caracterizado por o processo ser continuo, uma multiplicidade
de painéis sendo colocados sobre o tapete (5), o dito tapete
formando um anel de circulagdo atravessando a cédmara de

deposicéo.

132 - Processo de acordo com a reivindicacdo precedente,
caracterizado por fora da cémara de deposigdo e antes do seu
regresso a entrada da camara, o tapete ser agquecido para
reduzir as quantidades de compostos emitidos na camara de

deposicdo (6) e o impregnando.

142 - Processo de acordo com uma das reivindicacdes

precedentes, caracterizado por o painel ser plano.

152 - Processo de acordo com uma das reivindicacdes



precedentes, caracterizado por © painel compreender uma folha

de wvidro.

162 - Painel, caracterizado por compreender uma folha de vidro
de pelo menos 10 cm em todas as direcgdes paralelas as suas
faces principais, a dita folha sendo revestida de pelo menos
uma camada fina em Sn0;:F scobre pelo menos uma das suas faces

principais e sobre a integralidade da sua zona.

172 - Painel de acordo com a reivindicacdo precedente,
caracterizado por a dita folha de vidro fazer pelo menos 20 cm

em todas as direccbes paralelas as suas faces principais.

182 - Utilizacdo do painel de acordo com uma das
reivindicacgbes precedentes na realizacdo de écrans de plasma,
LCD, TFT, porta de forno, lampada plana, células foto-

voltaica.

Lisboa, 25 de Fevereiro de 2010



3 FOLHAS - FOLHA 1

%

s, wmmd

o s s

1

FG

£
{3

PR



[~ el

15

Y

PO

3 FOLHAS - FOLHA 2

FIG.3



3 FOLHA - FOLHA 3

FIG.4



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

